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１．概要（Summary） 

微細化による Si トランジスタの性能向上が限界に近づ

く中、Si よりも高い移動度を持つ Ge チャネルの導入や

Fin-FETなどの新構造トランジスタの研究が進んでいる。

しかし、Si が Ge に代わることによる熱伝導の低減や、絶

縁体に挟まれた GeOI 構造など排熱が抑制されるデバイ

ス構造は、トランジスタ動作時のドレイン端での発熱（自己

加熱）が助長され、デバイス性能に大きな影響を与えるこ

とが懸念される。そのため、Geのデバイス設計では、Si よ

りも詳細な自己加熱の放熱現象の検討が必要である。今

回は、ソース・ドレインコンタクト部分に注目し、Ge と良好

なコンタクトを形成する NiGe/Ge 構造の熱輸送特性を評

価するため、NiGe/Ge構造の試料の作製を行なった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム真空蒸着装置 

 

【実験方法】 

Ge(100)基板上にNiを 10, 20, 30, 40 nm堆積させ、

FGA(N2+H2 [3%], 350℃, 1 min)処理にて NiGeに合

金化した。その後、表面の未反応 Ni を除去するために、

希塩酸にてウェットエッチングを行なった。最後に熱計測

向けに Au層をスパッタ堆積させた。 

また、断面走査型電子顕微鏡(SEM)観察にてNiGeの

膜厚を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

NiGe合金化した試料の SEM観察の結果を Fig. 1に

示した。このとき、(a)はNi = 10 nm, (b)はNi = 40 nm堆

積させた試料である。 

 

 

Fig. 1 SEM images of fabricated Au/NiGe/Ge 

structures with (a) Ni = 10 nm and (b) Ni = 40 nm. 

 

断面 SEM観察からNi = 10, 20, 30, 40 nm堆積させ

たときNiGeの膜厚は、約 24, 49, 70, 88であった。NiGe

層の膜厚は、堆積する Ni 層の厚さの約 2 倍程度で合金

化していることがわかった。また、Ni 膜厚の増加に伴い

NiGe/Ge 界面のラフネスが大きくなり、NiGe の膜厚のば

らつきが顕著になることも明らかになった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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